
Inhaltsverzeichnis

1 Einführung 1

2 Grundlagen 3
2.1 Materialsystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2.1.1 Kristallorientierung von AlxGa1−xN auf Saphir . . . . . . . . . . . . 4
2.1.2 Versetzungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.1.3 Verspannungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2.2 UV LEDs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

3 Experimentelle Methoden 11
3.1 MOVPE von Al(Ga)N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3.2 Methoden zur Versetzungsreduktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
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